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Anmelder 
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1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internatlonalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts ftedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller.Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. 
Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten 
Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschriebeh werden, nur 
fur die Internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatziiche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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PCT£P0Z09346 
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31.08.2001 


Internationale Patentklassifikatlon (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L23/528 


Anmelder 

INFINEON TECHNOLOGIES AG et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 9 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

M AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
. undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undfcder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 12 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I S Grundlage des Bescheids 



II 


□ 


Prioritat 


Hi 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


H 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 


H 


Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
19.02.2003 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
28.08.2003 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internatlonalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmefdeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 -28 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-13 eingegangen am 1 2.08.2003 mit Schreiben vom 1 1 .08.2003 

Zeichnungen, Blatter 

1>9-9>9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Juli 1999) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT7EP02/09346 



□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbfatter, die solche Anderungen entha/ten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 
S zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, da8 das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13 1 
13.2 und 13.3 ' 

□ erfullt ist. 

S aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorlaufige Priifung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefiihrt: 

H alle Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. beziehen. 

V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


9 




Nein: 


Anspruche 


1,5,11 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 






Nein: 


Anspruche 


1,5,9,11 


Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1,5,9,11 




Nein: 


Anspruche: 
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2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Die die unabhangigen Anspruche 1, 5, 9 und 11 miteinander verbindende allgemeine 
Idee besteht offensichtlich darin, bei einer Halbleitervorrichtung mit einem Substrat und 
zumindest einem ersten und einem zweiten auf dem Substrat angeordneten Kontakt, 
wobei eine Kontaktflache des zweiten Kontakts in Substratnormalenrichtung weiter von 
dem Substrat als eine Kontaktflache des ersten Kontakts beabstandet ist, die 
elektrische Verbindung mit einer Metallebene fur den zweiten Kontakt anders 
auszufuhren als fur den ersten Kontakt. 

Diese Idee ist aber nicht neu (vgl. Dokument D1: US-A-4 902 637, Spalte 3, Zeile 35 - 
Spalte 4, Zeile 65 und Abb. 2 oder D2: US-B1-6 281 051, Spalte 17, Zeilen 1 - 63 und 
Abb. 63 Oder D3: HAFIZI M: 'NEW SUBMICRON HBT IC TECHNOLOGY 
DEMONSTRATES ULTRA-FAST, LOW-POWER INTEGRATED CIRCUITS' IEEE 
TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 45, Nr. 
9, 1. September 1998 (1998-09-01), Seiten 1862-1868, Seite 1863 linke Spalte, 3. 
Absatz - Seite 1864 linke Spalte, 3. Absatz und Abb. 1). 

Die verschiedenen Erfindungen sind daher: 

1 . eine Halbleitervorrichtung gemaB der allgemeinen Idee, mit zumindest einer ersten 
und einer zweiten strukturierten Metallebene, in welchen jeweils zumindest ein Leiter 
ausgebildet ist, der mit zumindest einem der Kontakte verbindbar ist; 
wobei die zweite Metallebene in Substratnormalenrichtung weiter von dem Substrat als 
die erste Metallebene beabstandet ist, der zweite Kontakt mit einem in Substrat- 
normalenrichtung daruberliegenden Leiter der zweiten Metallebene ohne Zwischen- 
schaltung eines Leiters der ersten Metallebene elektrisch verbunden ist und der erste 
Kontakt mit einem in Substratnormalenrichtung daruberliegenden Leiter der zweiten 
Metallebene unter Zwischenschaltung eines Leiters der ersten Metallebene elektrisch 
verbunden ist und ein entsprechendes Herstellungsverfahren (unabhangige Anspruche 
1 und 5, Haupterfindung). 

2. eine Halbleitervorrichtung gemaB der allgemeinen Idee, mit zumindest einer 
strukturierten Metallebene, in welcher zumindest ein erster und ein zweiter Leiter 
ausgebildet ist, die jeweils mit einem der Kontakte verbindbar sind; 
wobei der erste Kontakt mit dem in Substratnormalenrichtung daruberliegenden ersten 
Leiter der Metallebene uber ein sich in Substratnormalenrichtung erstreckendes und mit 
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einem elektrisch leitfahigen Kontaktlochfiillmaterial gefulltes Kontaktloch elektrisch 
verbunden ist und der zweite Kontakt unmittelbar an den in Substratnormalenrichtung 
daruberliegenden zweiten Leiter der Metallebene angrenzt, so dass der zweite Kontakt 
mit dem zweiten Leiter ohne Zwischenschaltung eines gefullten Kontaktlochs elektrisch 
verbunden ist und ein entsprechendes Herstellungsverfahren (unabhangige Anspruche 
9 und 11). 

Die erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13.1 PCT) ist nicht gegeben, da 
zwischen den Gegenstanden der unabhangigen Anspruche 1 und 5 einerseits und 9 
und 1 1 andererseits kein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT 
besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen techni- 
schen Merkmalen zum Ausdruck kommt. 

Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand derTechnik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 
Halbleitervorrichtung mit 

- einem Substrat, dessen Prozessoberflache eine Substratnormalenrichtung aufweist; 

- zumindest einem ersten (12) und einem zweiten (14c) auf dem Substrat angeordneten 
Kontakt, wobei eine Kontaktflache des zweiten Kontakts (14c) in 
Substratnormalenrichtung weiter von dem Substrat als eine Kontaktflache des ersten 
Kontakts (12) beabstandet ist; und 

- zumindest einer ersten (11) und einer zweiten (21) strukturierten Metallebene, in 
welchen jeweils zumindest ein Leiter ausgebildet ist, der mit zumindest einem der 
Kontakte verbindbar ist; 

wobei die zweite Metallebene (21) in Substratnormalenrichtung weiter von dem 
Substrat als die erste Metallebene (11) beabstandet ist, der zweite Kontakt (14c) mit 
einem in Substratnormalenrichtung daruberliegenden Leiter der zweiten Metallebene 
(21) ohne Zwischenschaltung eines Leiters der ersten Metallebene (11) elektrisch 
verbunden ist und der erste Kontakt (12) mit einem in Substratnormalenrichtung 
daruberliegenden Leiter der zweiten Metallebene (21) unter Zwischenschaltung eines 
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Leiters der ersten Metallebene (1 1 a) elektrisch verbunden ist. 
In Dokument D1 sind die Kontakte der aktiven Gebiete (12) der ersten Ebene (=erster 
Kontakt) mit Leitem der ersten Metallebene verbunden (Spalte 3, Zeilen 47 - 52); aus 
Anspruch 1 der D1 (siehe insbesondere Spalte 6, Zeile 15: "reaches at least one of ...") 
und der Beschreibung (siehe insbesondere Spalte 3, Zeilen 60 - 63) wird klar, dass die 
Kontaktsaule (5a) nicht unbedingt, wie in Fig. 2 gezeigt, bis zum Kontakt des aktiven 
Gebiets (12) durchgehen muss, sondern auch an der ersten Metallebene (11a) enden 
kann, so dass es sich wirklich urn eine Zwischenschaltung eines Leiters der ersten 
Metallebene handelt. Die Verbindung der Kontaktsaule (5a) mit dem Leiter der zweiten 
Metallebene (21) erfolgt indirekt unter Zwischenschaltung des aktiven Gebiets (22a) der 
zweiten Transistorebene. Eine solche indirekte Verbindung wird durch den 
gegenwartigen Anspruchstext nicht ausgeschlossen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht neu (Artikel 33 (2) PCT). 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand derTechnik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 5 angesehen. Es offenbart ein Verfahren, das nicht nur die 
Merkmale des Oberbegriffs des Anspruch 5, sondem auch seine kennzeichnenden 
Merkmale aufweist: 

Der Schritt des elektrischen Verbindens des zweiten Kontakts mit dem Leiter der 
zweiten Metallebene erfolgt gleichzeitig mit dem Schritt des elektrischen Verbindens 
des Leiters der ersten Metallebene mit einem Leiter der zweiten Metallebene, da mit 
dem Aufbringen der zweiten Metallebene (21) gleichzeitig alle Kontaktsaulen (5a, 5b, 
5c) (teilweise direkt, Saule 5c, teilweise indirekt uber aktive Gebiete, Kontaktsaulen 5a, 
5b) elektrisch kontaktiert werden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist somit nicht neu (Artikel 33 (2) PCT). 

Das Dokument D3 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 9 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 
Halbleitervorrichtung mit 

- einem Substrat (InP-Substrat), dessen Prozessoberflache eine 
Substratnormalenrichtung aufweist; 

- zumindest einem ersten (Ti/Pt/Au-Kontakt auf p + - GalnAs Basis-Schicht) und einem 
zweiten (Ti/Pt/Au-Kontakt auf GalnAs Emitter-Kappe) auf dem Substrat angeordneten 
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Kontakt, 

wobei eine Kontaktflache des zweiten Kontakts in Substratnormalenrichtung weiter von 
dem Substrat als eine Kontaktflache des ersten Kontakts beabstandet. ist; und 
- zumindest einer strukturierten Metallebene ("Metal 2") , in welcher zumindest ein 
erster und ein zweiter Leiter ausgebildet ist, die jeweils mit einem der Kontakte 
verbindbar sind; 

wobei der erste Kontakt mit dem in Substratnormalenrichtung dariiberliegenden ersten 
Leiter der Metallebene iiber ein sich in Substratnormalenrichtung erstreckendes und mit 
einem elektrisch leitfahigen Kontaktlochfullmaterial gefiilltes Kontaktloch ("via") 
elektrisch verbunden ist und der zweite Kontakt unmittelbar an den in 
Substratnormalenrichtung dariiberliegenden zweiten Leiter der Metallebene angrenzt, 
so dass der zweite Kontakt mit dem zweiten Leiter ohne Zwischenschaltung eines 
gefullten Kontaktlochs elektrisch verbunden ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 9 unterscheidet sich daher von dieser bekannten 
Vorrichtung dadurch, dass das Kontaktlochfullmaterial eine Oberflache aufweist, iiber 
die es mit dem ersten Leiter der Metallebene elektrisch verbunden ist. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, die Moglichkeit zu schaffen, dass das Kontaktlochfullmaterial und das Material 
des ersten Leiters der Metallebene verschiedene Materialien sind. 

Die in Anspruch 9 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung kann aus 
folgenden Grunden nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): 
Material, das gut als Kontaktlochfullmaterial geeignet ist, lasst sich nicht 
notwendigerweise leicht strukturieren, wahrend Material, das sich gut strukturieren laBt, 
sich nicht notwendigerweise gut als Kontaktlochfullmaterial eignet. 
Es ware daher eine normale fachliche MaBnahme, das in Dokument D3 gezeigte 
Verfahren so zu modifizieren, dass in einem ersten Verfahrensschritt das Kontaktloch 
mit einem Metall gefulit wird, wahrend die Metallebene in einem zweiten 
Verfahrensschritt abgeschieden wird. Daraus resultiert dann unmittelbar eine 
Vorrichtung mit dem unterscheidenden Merkmal. Eine solche geringfugige Anderung 
der in D3 offenbarten Vorrichtung liegt im Rahmen dessen, was ein Fachmann auf- 
grund der ihm gelaufigen Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten 
Vorteile (siehe oben) ohne weiteres im voraus zu iibersehen sind. 
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Das Dokument D3 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 1 angesehen. Es offenbart ein Verfahren, von dem sich 
der Gegenstand des Anspruchs 11 nicht unterscheidet: 
Der Schritt 

- Definieren des in Substratnormalenrichtung uberdem ersten Kontakt liegenden ersten 
Leiters der Metallebene derail, dass dieser mit dem Kontaktlochfullmaterial elektrisch 
verbunden ist 

wird in dem Dokument D3 zwar anders als in der vorliegenden Anmeldung ausgefuhrt, 
ist aber dennoch vorhanden. In Dokument D3 erfolgt dieser Schritt dadurch, dass das 
Metall, das die Kontaktlocher fullt und die erste Metallebene darstellt, so strukturiert 
(also nach Anspruchswortlaut "definiert") wird, dass die elektrische Verbindung 
zwischen der Metallebene und dem Kontaktlochfullmaterial nicht unterbrochen wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 1 ist somit nicht neu (Artikel 33 (2) PCT). 
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1. Halbleitervorrichtung mit 

- einem Substrat (8), dessen Prozessoberf lache (8') eine 
Substratnormalenrichtung aufweist; 

- zumindest einem ersten (12, 16, 22, 24, 26) und einem zweiten 
(14) auf dem Substrat angeordneten Kontakt, wobei eine 
Kontaktflache des zweiten Kontakts (14) in 

Substratnormalenrichtung weiter von dem Substrat (8) als eine 
Kontaktflache des ersten Kontakts (12, 16, 22, 24, 26) 
beabstandet ist; und 

zumindest einer ersten (34) und einer zweiten (40) 
strukturierten Metallebene, in welchen jeweils zumindest ein 
Leiter ausgebildet ist, der mit zumindest einem der Kontakte 
verbindbar ist; 

wobei die zweite Metallebene (40) in Substratnormalenrichtung 
weiter von dem Substrat (8) als die erste Metallebene (34) 
beabstandet ist, 

der zweite Kontakt (14) mit einem in Substratnormalenrichtung 
daruberliegenden Leiter der zweiten Metallebene (40) ohne 
Zwischenschaltung eines Leiters der ersten Metallebene (34) 
elektrisch verbunden ist, und 

der erste Kontakt (12, 16, 22, 24, 26) mit einem in 
Substratnormalenrichtung dariiberliegenden Leiter der croton 
zweiten Metallebene (34) unter Zwischenschaltung eines Leiters 
der ersten Metallebene (34) elektrisch verbunden ist, 
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j > 1 , Halbloitorvorrichtung mit 



- einem Substrat (8), dessen ProzeSoberf lache (8') eine 
Substratnormalenrichtung aufweist; 

- zumindest einem ersten (12, 16, 22, 24, 26) und einem S 
zweiten (14) auf dem Substrat angeordneten Kontakt, wojafei 
eine Kontaktf lache des zweiten Kontakts (14) in / 
Substratnormalenrichtung weiter von dem Substra£/(8) als 
eine Kontaktf lache des ersten Kontakts (12, 22, 24, 2 6) 
beabstandet ist; und / 

- zumindest einer ersten (34) und einer^weiten (40) 
strukturierten Metallebene, in welptfen jeweils zumindest- 
ein Leiter ausgebildet ist, de^mit zumindest einem der 
Kontakte verbindbar ist; / 

wobei die zweite Metallebe^fe (40) in Substratnormalenrichtung 
weiter von dem Substra£/(8) als die erste Metallebene (34) 
beabstandet ist, / 

der zweite KontaJj*: (14) mit einem in Substratnormalenrichtung 
daruberliegen^n Leiter der zweiten Metallebene (40) ohne 
ZwischenscJ>*dtung eines Leiters der ersten Metallebene (34) 
elektrip<*h verbunden ist und 

der e^ste Kontakt (12, 16, 22, 24, 26) mit einem in 
Spfistratnormalenrichtung daruberliegenden Leiter der ersten 
Metallebene (34) elek LjL iauh Vfal ' baildrill lBL rf 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der zweite 
Kontakt (14) ein Emitterkontakt eines Bipolartransistors (10) 
und der erste Kontakt ein Basis- (12) oder Kollektorkontakt 
(16) eines Bipolartransistors oder ein Source- (22), Gate- 
(24) oder Drainkontakt (26) eines MOS- Trans is tors (20) ist. 



3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der 
erste Kontakt (12, 16, 22, 24, 26) mit dem Leiter der ersten 
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Metallebene (34) uber ein sich in Substratnormalenrichtung 
erstreckendes und mat einem elektrisch leitfahigen 
Kontaktlochfullmaterial gefulltes Kontaktloch (32) verbunden 
ist. 

4 . Halbleitervorrichtung nach einem der vorangegangenen 
Anspruche, wobei der zweite Kontakt (14) mit dem Le iter, der 
zweiten Metallebene (40) uber ein sich in 
Substratnormalenrichtung erstreckendes und mit einem 
elektrisch leitfahigen Kontaktlochfullmaterial gefulltes 
Kontaktloch (38) ohne Zwischenschaltung eines Leiters der 
ersten Metallebene (34) verbunden ist. 

5. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit 
den Schritten: 

- Bereitstellen eines Substrats (8) , dessen ProzeSoberf lache 
(8') eine Substratnormalenrichtung aufweist; 

- Definieren zumindest. eines ereten (12, 16, 22, 24, 26) und 
eines zweiten (14) Kontakts auf dem Substrat (8), wobei 
eine Kontakt f lache des zweiten Kontakts (14) in 
Substratnormalenrichtung weiter von dem Substrat (8) als 
eine Kontaktf lache des ersten Kontakts (12, 16, 22, 24, 26) 
beabstandet ist; 

- elektrisches Verbinden des ersten Kontakts (12, 16, 22, 24, 
26) mit einem in Substratnormalenrichtung daruberliegenden 
Leiter einer ersten strukturierten Metallebene (34); und 

- elektrisches Verbinden des zweiten Kontakts (14) mit einem 
in Substratnormalenrichtung daruberliegenden Leiter einer 
zweiten strukturierten Metallebene (40) ohne 
Zwischenschaltung eines Leiters der ersten Metallebene 
(34); 

wobei die zweite Metallebene (40) in Substratnormalenrichtung 
weiter von dem Substrat (8) als die erste Metallebene (34) 
beabstandet ist. cl*tJx*tc.U leiefumc; c^»W , cfai% 
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f - G. Verfgcfaran uauli Aimpruch D, wob e i Jer zweiLe K u uLakfc — 
ein Emitterkontakt eines Bipolartransistors (10) und der / 
erste Kontakt ein Basis- (12) oder Kollektorkontak't (16)/ 
eines Bipolartransistors oder ein Source- (22) , Gate- A24) 
oder Drainkontakt (26) eines MOS-Transistors (20) is/ 

7 . Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, wobei der Scmritt des 
elektrischen Verbindens des ersten Kontakt s (12/16, 22 , 24, 
26) folgende Schritte umfafit: / 

- Definieren eines auf dem ersten Kontakt (VI , 16, 22, 24, 
26) endenden, sich in Substratnormalenrix^htung 
erstreckenden Kontaktlochs (32) in eimta Isolator (30) ; 

- Fullen des Kontaktlochs (32) mit eirx/a elektrisch 
leitfahigen Kontaktlochfttllmateriayf und 

- Definieren des in Substratnormaleftrichtung uber dem ersten 
Kontakt ' (12, 16, 22, 24, 26) li^genden Leiters der ersten 
Metallebene (34) derart, daS ydieser mit dem 
Kontaktlochfullmaterial elektrisch verbunden ist... 

8. Verfahren nach einem d/r Anspruche 5 bis 7, wobei der 
Schritt des elektrischei/ Verbindens des zweiten Kontakts (14) 
folgende Schritte umfafit: . 

- Definieren eines adf dem zweiten Kontakt (14) endenden, 
sich in Substratriormalenrichtung ersteckenden Kontaktlochs 
(38) in einem .Isolator (36); 

- Fullen des Kontaktlochs (38) mit einem elektrisch 
leitf ahigejf Kontaktlochfullmaterial ; und 

- Definier/n des in Substratnormalenrichtung uber dem zweiten 
Kontakj/ (14) liegenden Leiters der zweiten Metallebene (40) 
derart, daf5 dieser mit dem Kontaktlochfullmaterial ohne 
Zw^Schenschaltung eines Leiters der ersten Metallebene (34) 
eiektrisch verbunden ist. 

■ P. Vorfahr&n nach oinom Jer ftttapruehe 5 bia a, wubeiH 
gleichzeitig mit dem Schritt des elektrischen Verbindens des 
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zweiten Kontakts (14) mit dem Leiter der zweiten Metallebene 
(40) zumindest ein Leiter der ersten Metallebene (34) mit 
einem Leiter der zweiten Metallebene (40) verbunden wird. 

"f-W — Ha l bleitervoarrichtung mi t- 



einera Substrat (80), dessen Prozefioberf lache (80') eine / 
Substratnormalenrichtung aufweist; / 

- zumindest einem ersten (120, 160, 220, 240, 260) und^inem 
zweiten (140) auf dem Substrat (80) angeordneten Ko^takt, 
wobei eine Kontaktf lache des zweiten Kontakts (14/0 in 
Substratnormalenrichtung weiter von dem Substrat (80) als 
eine Kontaktf lache des ersten Kontakts (120, /C$0 , 220, 240, 
260) beabstandet ist; und / 

- zumindest einer strukturierten Metallebene (340) ,. .in 
welcher zumindest ein erster und ein zweiter Leiter 
ausgebildet ist, die jeweils mit einem der Kontakte (120, 
140, 160, 220, 240, 260) verbindbar/sind,- 

wobei der erste Kontakt (120, 160,^20, 240, -260) mit dem in - 
Substratnormalenrichtung daruberliegedenden ersten Leiter der 
Metallebene (340) uber ein sicj/in Substratnormalenrichtung 
erstreckendes und mit einem edektrisch leitfahigen 
Kontaktlochfullmaterial gefulltes Kontaktloch (320) 
elektrisch verbunden ist/und 

der zweite Kontakt (iyS) unmittelbar an den in 
Substratnorrnalenrich/ung daruberliegeden zweiten Leiter der 
Metallebene (340) ,6ngrenzt, so dag der zweite Kontakt (140) 
mit dem zweiten/Leiter ohne Zwischenschaltung eines gef fill ten 
Kontaktlochs jfr320) elektrisch verbunden ist. 

11. Halblpltervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der zweite 
Kontakt/(140) ein Emitter kontakt. eines Bipolartransistors 
(100)/und der erste Kontakt ein Basis- (120) oder 
KolZektorkontakt (160) eines Bipolartransistors (100) oder 
e/n Source- (220) , Gate- (240) oder Drainkontakt (260) eines 
WOO Tranoiotora — (200) ist rj 
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6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei der zweite Kontakt (14) 
ein Emitterkontakt eines Bipolartransistors (10). und der 
erste Kontakt ein Basis- (12) oder Kollektorkontakt (16) 
eines Bipolartransistors oder ein Source- (22), Gate- (24) 
oder Drainkontakt (26) eines MOS- Trans is tors (20) 1st. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, wobei der Schritt des 
elektrischen Verbindens des ers ten Kontakt s (12, 16, 22, 24, 
26) folgende Schritte umfaSt: 

- Definieren eines auf dem ersten Kontakt (12, 16, 22, 24, 
26) endenden, sich in Substratnormalenrichtung 
erstreckenden Kontaktlochs (32) in einem Isolator (30) ; 

- Fullen des Kontaktlochs (32) mit einem elektrisch 
leitfahigen Kontaktlochfullmaterial; und 

- Definieren des in Substratnormalenrichtung uber dem ersten 
Kontakt (12, 16, 22, 24, 26) liegenden Leiters der ersten 
Metallebene (34) derart, daS dieser mit dem 
Kontaktlochfullmaterial elektrisch verbunden ist. 

8, Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 7, wobei der 
Schritt des elektrischen Verbindens des zweiten Kontakts (14) 
folgende Schritte umf afit : 

- Definieren eines auf dem zweiten Kontakt (14) endenden, 
sich in Substratnormalenrichtung ersteckenden Kontaktlochs 
(38) in einem Isolator (36); 

- Fullen des Kontaktlochs (38) mit einem elektrisch 
leitfahigen Kontaktlochfullmaterial; und 

- Definieren des in Substratnormalenrichtung uber dem zweiten 
Kontakt (14) liegenden Leiters der zweiten Metallebene (40) 
derart, daS dieser mit dem Kontaktlochfullmaterial ohne 
Zwischenschaltung eines Leiters der ersten Metallebene (34) 
elektrisch verbunden ist. 

f g, Vorfahron na c h nlnnm des teegg&efee S bin ft, w o b a Jj 
teleiehoeitrig mit dem Gehritt dca el , ALiJ- nn hcn Vcl L IiuI ui iu dm* 
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9. Halbleitervorrichtung mit 

- einem Substrat (80) , dessen Prozessoberf lache (80') eine 
Substratnormalenrichtung aufweist; 

- zumindest einem ersten (120, 160, 220, 240, 260) und einem 
zweiten (140) auf dem Substrat (80) angeordneten Kontakt, 
wobei eine Kontaktf lache des zweiten Kontaktes (140) in 
Substratnormalenrichtung weiter von dem Substrat (80) als 
eine Kontaktf lache des ersten Kontaktes (120, 160, 220, 240, 
260) beabstandet ist; und 

- zumindest einer strukturierten Metallebene (340), in 
welcher zumindest ein erster und ein zweiter Leiter 
ausgebildet ist, die jeweils mit einem der Kontakte (120, 
140, 160, 220, 240, 260) verbindbar sind; 

wobei der erste Kontakt (120, 160, 220, 240, 260) mit dem in 
Substratnormalenrichtung dariiberliegenden ersten Leiter der 
Metallebene (340) liber ein sich in Substratnormalenrichtung 
erstreckendes und mit einem elektrisch leitfahigen 
Kontaktlochfullmaterial gefulltes Kontaktloch (320) 
elektrisch verbunden ist und 

der zweite Kontakt (140) unmittelbar an den in 
Substratnormalenrichtung dariiberliegenden zweiten Leiter der 
Metallebene (340) angrenzt, so dass der zweite Kontakt (140) 
mit dem zweiten Leiter ohne Zwischenschaltung eines gefullten 
Kontaktloches (320) elektrisch verbunden ist 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Kontaktlochfullmaterial eine Oberf lache aufweist, uber die 
es mit dem ersten Leiter der Metallebene (340) elektrisch 
verbunden ist. 



r 
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f- swoiton KontaktQ — (11) mit dem Loiter dor awciton Metal lebcne 
(40) zumindest ein Leiter der ersten Metallebene (34) rait 
einem Leiter der zweiten Metallebene (40) verbunden wird. / 

10, Halbleitervorrichtung mit / 

- einem Substrat (80), dessen ProzeSoberf lache (8.0 1 ) y^ine 
Substratnormalenrichtung aufweist; / 

- zumindest einem ersten (120, 160, 220, 240, 2600 und einem 
zweiten (14 0) auf dem Substrat (80) angeordn^ten Kontakt, 
wobei eine Kontaktf lache des zweiten Kontafcts (140) in 
Substratnormalenrichtung weiter von dem/Substrat (80) als 

. eine Kontaktf lache des ersten Kontak£S (120, 160, 220, 240, 
260) beabstandet ist; und / 

- zumindest einer strukturierten ^fetallebene (340), in 
welcher zumindest ein erster/und ein zweiter Leiter 
ausgebildet ist, die jewels mit einem der Kontakt e (120, 
140, 160, 220, 240, 260X verbindbar sind; 

wobei der erste Kontakt/(120, 160, 220, 240, 260) mit dem in 
Substratnormalenrichj/Ung daruberliegedenden ersten Leiter 1 der 
Metallebene (340) flber ein sich in Substratnormalenrichtung 
erstreckendes und mit einem elektrisch leitfahigen 
Kontaktlochful^material gefulltes Kontaktloch (320) 
elektrisch verbunden ist und 

der zweiter Kontakt (140) unmittelbar an den in 
Substratnormalenrichtung daruberliegeden zweiten Leiter der 
Metallebene (340) angrenzt, so dafi der zweite Kontakt (140) 
nd^r dem zweiten Leiter ohne Zwischenschaltung eines gefullten 
-4 swtakt l ocho (330) e l ektrisch vorbundcn iQt -| 

Halbleitervorrichtung nach Anspruch J2£ wobei der zweite 
Kontakt (140) ein Emitterkontakt eines Bipolartransistors 
(100) und der erste Kontakt ein Basis- (120) oder 
Kollektorkontakt (160) eines Bipolartransistors (100) oder 
ein Source- (220), Gate- (240) oder Drainkontakt (260) eines 
MOS -Transistors (200) ist. 
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^a-J Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit 
den Schritten: 

- Bereitstellen eines Substrata (80), dessen ProzeSoberf lache 
(80 ') eine Substratnormalenrichtung aufweist; 

- Definieren zumindeat eines ersten (120, 160, 220, 240, 260) 
und eines zweiten (140) Kontakts auf dem Substrat (80) , 
wobei eine Kontaktflache des zweiten Kontakts (140) in 
Subs t rat normalenrichtung weiter von dem Substrat (80) als 
eine Kontaktflache des ersten Kontakts (120, 160, 220,. 240, 
260) beabstandet ist; 

- elektrisches Verbinden des ersten Kontakts (120, 160, 220, 
240, 260) mit einem in Substratnormalenrichtung 
daruberliegenden ersten Leiter einer strukturierten 
Metallebene (340) uber ein sich in Substratnormalenrichtung 
erstreckendes lind mit einem elektrisch leitfahigen 
Kontaktlochfullmaterial gefulltes Kontaktloch (320) ; und 

- elektrisches Verbinden des zweiten Kontakts (140) mit einem 
in Substratnormalenrichtung daruberliegenden, an den 
zweiten Kontakt angrenzenden zweiten Leiter der Metallebene 
(340) ohne Zwischenschaltung eines gefullten Kontakt lochs 
(320)^ 

1 13. VerfHffiren acHJli Aimpmch 12, wubei dei zweiLe KcuiL^dU?* 
(140) ein Emitterkontakt eines Bipo]^rt£aM±STSors (100) und 

der erste Kontakt ein Basi.g 1 j>^X?0) oder Kollektorkontakt 
(160) eines Bi^o^aartrfansistors (100) oder ein Source- (220) , 

Gate-f,,24^r]roder Drainkontakt (260) eines MOS -Transistors 

(14. Vuirdhieii nauli AiudjJiULli 12 odor 13 -t J wobei der Schritt des 
elektrischen Verbindens des ersten Kontakts (120, 160, 220, 
240, 260) folgende Schritte umfafit: 
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- Definieren eines auf dem ersten Kontakt (12 0, 160, 220, 
240, 260) endenden, sich in Substratnormalenrichtung 
erstreckenden Kontaktlochs (320) in einem Isolator (300); 

- Fullen des Kontaktlochs (320) mit einem elektrisch 
leitflthigen Kontakt lochfullmaterial; und 

- Definieren des in Substratnormalenrichtung iiber dem ersten 
Kontakt (120, 160, 220, 240, 260) liegenden ersten Leiters 
der Metallebene (340) derart, daS dieser mit dem 
Kontaktlochfullmaterial elektrisch verbunden ist. 

15. Vorfahrcn nach einem der Anopruchc 12 bis 14., wubei tlg^ - 
Schritt des elektrischen Verbindens des zweiten jjCpatSJcts 
(140) folgende Schritte umfaSt: ^^^^ 

- Definieren einer in Siibstratnorm^J-elirichtung orientierten, 
f reiliegenden Kontaktf lacjie-^es zweiten Kontakts (140) 
durch einen planapsir^Polierschritt (CMP BPSG, CMP W) ; und 

- Def inieren^eteszweiten Leiters der Metallebene (340) . 
der^artf; daS dieser an die freiliegende Kontaktf lache des 

^aw o iton Kontakt a (14U) elfektriaoh leileud oiiyi ci iuL .[ 
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j- 13 -, Vcrf ahren. am: HeL n 3tellun g ein&r HalblcitorvorriGhtung mit 
den Schritten: / 

- Bereitstellen eines Substrata (80) , dessen ProzeSoberfiache 
(80 1 ) eine Svibstratnormalenrichtung aufweist;' / 

- Definieren zumindest eines ersten (120, 160, 220/^ 240, 260) 
und eines zweiten (140) Kontakts auf dem Subafcrat (80) , 
wobei eine Kontaktf lache des zweiten Kontakts (140) in 
Substratnormalenrichtung weiter von dem^Substrat (80) als 
eine Kontaktf lache des ersten Kontajpt^s. (120, 160, 220, 240, 
260) beabstandet ist; / 

- elektrisches Verbinden des ersten Kontakts*' (120, 160, 220, 
240, 260) mit einem in Subs^atnormalenrichtung 
daruberliegenden ersten yZJeiter einer strukturierten 
Metallebene (340) uber ein sich in Substratnormalenrichtung 
erstreckendes und jrfit einem elektrisch leitfahigen 
Kontaktlochfullirfaterial gefulltes Kontaktloch (320) ; und 

- elektrischea/Verbinden des zweiten Kontakts (140) mit einem 
in SubstnaTcnormalenrichtung daruberliegenden, an den 
zweiten Kontakt angrenzenden zweiten Leiter der Metallebene 
(3^e0 ohne Zwischenschaltung eines gefullten Kontaktlochs 

(43^ Verfahren nach Anspruch wobei der zweite Kontakt 
(140) ein Emitterkontakt eines Bipolartransistors (100) und 
der erste Kontakt ein Basis- (120) oder Kollektorkontakt 
(160) eines Bipolartransistors (100) oder ein Source- (220) , 
Gate- (24 0) oder Drainkontakt (260) eines MOS-Transistors 
(200) ist. 

|44 — Verfahr e n nach Anopruch 1? nd n r 13, woboi de - r - Gchritt deo / 
fel e k tr i achen Verbindens des ersten -Kontak - fco (120, 160/ 320,1 
fo<rn, irn) fnirjnnHa c^n>h 0 umfa&fc^/ 
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l — Be fini -e rcn eineu qui Jem c usten Kont a kt — (120, — 160, 220^ 
240, 260) endenden, sich in Substratnormaienri^Jafetlfig 
erstreckenderi Kontaktlochs (320) in eij^flrtsolator (300); 

- Fullen dea Kontaktlochs (320) nu^^elnem elektrisch 
leitfahigen Kontaktlochfupnlaterial ; und 

- Definieren des inSiib^^atnormalenrichtung uber dem erst en 
Kontakt (120^to7 22 0, 240, 260) liegenden ersten. Leiters 
derM^^Ilebene (340) derart, daS dieser mat dem 

^ 1^ ui i L a3LLluch£QllaiaLeilal ulekLxiaoh vorbmxdcii iuL.| 

Al. /\4 AZ. 

Verfahren nach einem der Ansprfiche fcaf bis M|, wobei der 

Schritt des elektrischen Verbindens des zweiten Kontakts 

(140) folgende Schritte umfaSt: 

- Definieren einer in Substratnormalenrichtung oriehtierten,. 
freiliegenden Kontaktf lache des zweiten Kontakts (140) 
durch einen planaren Polierschritt (CMP BPSG, CMP W) ; und 

- Definieren des zweiten Leiters der Metallebene (340) 
derart, daS dieser an die freiliegende Kontaktf lache des 
zweiten Kontakts (14 0) elektrisch lei tend angrenzt. 



